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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Інтегрований зі смартфоном алмазний мікросенсор ультрафіолетового та радіаційного опромінення

Початок етапу: 09-2018

Закінчення етапу: 12-2022

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417377

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Адреса: вул. Автозаводська, буд. 2, м. Київ, 04074, Україна

Телефон: 380444688625

E-mail: secretar@ism.kiev.ua

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417377

Адреса: вул. Автозаводська, буд. 2, м. Київ, 04074, Україна

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Телефон: 380444688625

E-mail: secretar@ism.kiev.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 6541230

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 328.000 тис. грн.



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Інтегрований зі смартфоном алмазний мікросенсор ультрафіолетового та радіаційного опромінення

Назва роботи (англ)

Integrated with a smartphone diamond microsensor of ultraviolet and radiation exposure

Реферат (укр)

 Розроблено алмазний тунельний мікросенсор на основі провідного монокристалічного алмазу, легованого бором, та 
методику відбору алмазних зразків, придатних до використання у якості тунельного детектору іонизуючого 
опромінювання. Створено прототип вимірювального модуля тунельного мікросенсору. Проведено налагодження 
вимірювального модуля та проведено тестове вимірювання ультрафіолетового і радіаційного випромінювання. Завдяки 
використанню розробленої методики відбору легованих бором алмазних пластин, яка базується на аналізі тунельної ВАХ 
алмазу, досягнуто чутливості вимірювання іонізуючого випромінювання 0,1-0,2 мк3в/год, що майже в 100 разів краще ніж 
у стандартних CMOS-сенсорів смартфону. На мові програмування java розроблено андроід-інтерфейс, за допомогою 
якого показники мікросенсору відображаються на екрані смартфону.

Реферат (англ)

 Thanks to the use of the developed method of selecting boron-doped diamond plates, which is based on the analysis of the 
tunnel characteristics of diamond, the sensitivity of measuring ionizing radiation of 0.1-0.2 μ3v/h was achieved, which is almost 
100 times better than that of standard CMOS sensors of a smartphone. An Android interface has been developed using the Java 
programming language to support the indicators of the microsensor appearing on the smartphone screen.

Індекс УДК: 615.47; 616-7; 681.73

Коди тематичних рубрик НТІ: 76.13

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): алмазний тунельний мікросенсор

Назва продукції (англ): diamond tunnel microsensor

Очікувані результати: Вироби технічні

Галузь застосування: Приладобудування

Опис продукції (укр): алмазний тунельний мікросенсор на основі легованого бором провідного монокристалічного 
алмазу, який забезпечує чутливість вимірювання іонізуючого випромінювання 0,1-0,2 мк3в/год

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для 
забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 01.202312.2023

Виробник продукції: ІНМ ім. В.М. Бакуля

Споживачі продукції: Підприємства приладобудування

Перспективні ринки: Країни ближнього та далекого зарубіжжя

Права інтелектуальної власності: За договорами



Форми та умови передачі продукції: Інвестиції, Спільні НДДКР
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8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 189

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1
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